




























































专利名称(译) 在图像显示区域和外围电路区域中都具有TFTS的液晶显示基板

公开(公告)号 US6628349 公开(公告)日 2003-09-30

申请号 US09/651876 申请日 2000-08-30
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CHIDA MITSURU
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H01L29/78 H01L29/43 H01L21/70 H01L29/40 H01L29/66 H01L21/8234 H01L21/3065 H01L27/088 
H01L27/085 H01L27/08 H01L21/302 H01L21/77 H01L21/84 H01L23/522 H01L27/12 H01L29/423 
H01L29/49

CPC分类号 H01L27/1214 H01L29/42384 H01L29/66757 H01L29/78621 H01L29/78624 H01L29/78645 H01L27/124 
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优先权 1999245324 1999-08-31 JP
1999309850 1999-10-29 JP
2000213685 2000-07-14 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种液晶显示基板，包括在交叉区域彼此电绝缘的栅极和漏极总线，在
交叉区域之间的像素电极，以及连接相应的漏极总线和像素电极的第一
薄膜晶体管。每个第一薄膜晶体管包括其中电流沿第一方向流动的沟道
区，以及分别具有第一和第二杂质浓度的第一和第二杂质掺杂区。第一
和第二掺杂区域将沟道区域夹在中间。第二杂质浓度高于第一杂质浓
度。另外，第二薄膜晶体管形成在外围电路区域中，并且包括沟道区
域，其中电流在垂直于第一方向的第二方向上流动。设置在沟道区两侧
的第三杂质掺杂区具有第三杂质浓度。
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